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(57)摘要

一种量测封装天线的传导及辐射特性的综

合系统，其包括一微波暗室、一射频量测设备、一

馈源天线、一芯片吸取装置及一封装测试基座。

该封装测试基座包括可相接合或分开的一第一

基座部及一第二基座部。该第一基座部固定地设

置在该微波暗室的顶板上方。该芯片吸取装置穿

伸过该第二基座部定义出的一通孔，该芯片吸取

装置与该第二基座部连动，当该第二基座部与该

第一基座部相接合时，该射频量测设备依序通过

该第一基座部、该第二基座部电连接该封装天线

以量测该封装天线的一射频传导特性参数，并

且，该射频量测设备还电连接该馈源天线以量测

该封装天线的一辐射特性。

权利要求书2页  说明书5页  附图5页

CN 111289809 B

2022.07.05

CN
 1
11
28
98
09
 B



1.一种量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，包括：

一微波暗室，其包括一地板及一面对该地板的顶板，该顶板包括一射频窗户；

一射频量测设备；

一馈源天线，其设置于微波暗室内；

一芯片吸取装置，以吸力取放及移动一封装天线；及

一封装测试基座，包括能够相接合或分开的一第一基座部及一第二基座部，该第一基

座部固定地设置在该微波暗室的顶板上方，该第一基座部呈一环状并界定出一第一通孔，

该第一通孔与该射频窗户在该地板的法线方向上相重叠，该第二基座部界定出一第二通

孔，该芯片吸取装置穿伸过该第二基座部的第二通孔，该芯片吸取装置与该第二基座部连

动，当该第二基座部与该第一基座部相接合时，该射频量测设备通过该第一基座部与该第

二基座部电连接该封装天线以量测该封装天线的一射频传导特性参数，并且，该射频量测

设备还电连接该馈源天线以量测该封装天线的一辐射特性参数，此外，当该馈源天线及该

封装天线的其中一者作为发射天线时，另一者对应地作为接收天线；

其中，该第一基座部包括一第一探针，该第二基座部包括一第一转接板及一第二探针，

该第一转接板包括一第一传输线，该第一传输线的其中一端与该第二探针恒保持实体接触

而电连接，而当该第二基座部与该第一基座部相接合时，该第一传输线的另一端与该第一

探针的实体接触而电连接。

2.如权利要求1所述的量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，其中，该第二基座

部围绕界定出一接合凹槽，该接合凹槽供容置该第一基座部，该接合凹槽供该第二基座部

活动地与该第一基座部相接合或分开。

3.如权利要求1所述的量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，其中，该第一基座

部还包括一第三探针，该第二基座部还包括一第二转接板及一第四探针，该第二转接板包

括一第二传输线，该第二传输线的其中一端与该第四探针恒保持实体接触而电连接，而当

该第二基座部与该第一基座部相接合时，该第二传输线的另一端与该第三探针实体接触而

电连接。

4.如权利要求1所述的量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，该综合系统还包

括一测试载板，该测试载板设置于该第一基座部与该微波暗室的顶板之间，且该测试载板

包括一第三传输线及一第四传输线，该第三传输线电连接于该射频量测设备与该馈源天线

之间，该第四传输线电连接于该射频量测设备与该第一探针之间。

5.如权利要求1所述的量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，该综合系统还包

括一反射镜，该反射镜设置在该微波暗室内的地板上，该反射镜将来自该馈源天线的一非

均匀平面波反射成朝向该射频窗户的一均匀平面波。

6.如权利要求5所述的量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，其中，该反射镜能

够转动。

7.如权利要求1所述的量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，其中，该馈源天线

是波束能够控制的阵列天线。

8.如权利要求1所述的量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，该综合系统还包

括设置在该第一基座部上方的一基频量测设备，当该第二基座部与该第一基座部相接合

时，该基频量测设备通过该第一基座部与该第二基座部电连接该封装天线以量测该封装天
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线的基频特性参数。

9.如权利要求1所述的量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统，其中，该第二基座

部及该芯片吸取装置安装在一机械手臂，该机械手臂用以抓取移动该第二基座部及该芯片

吸取装置。
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量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统

技术领域

[0001] 本发明关于一种量测系统，特别是一种量测封装天线的传导及辐射特性的综合系

统。

背景技术

[0002] 随着行动通信技术的演变与多元化应用，现有一种将天线集成到芯片封装中的天

线模块，称为“封装天线(Antenna  in  Package,AiP)”。在封装天线的开发过程中，需要利用

一封装测试基座(SKT)检测封装天线的传导电性参数。在进行检测时，是将该封装天线设置

在该封装测试基座上，并以探针直接接触封装天线的接脚以与封装天线构成电性连接，再

通过测试信号的传递与量测，以进行该封装天线的传导电性测试。

[0003] 实务上，封装天线不只要接受传导电性测试，更需进一步进行辐射特性参数的量

测，其中，所述辐射特性参数可例如为空中下载技术(Over‑The‑Air  Technology,OTA)的各

项参数。然而，基于传统封装测试基座的先天上的功能限制，传统封装测试基座只能用来进

行封装天线的传导电性测试，其无法用来量测封装天线的辐射特性参数。由此可见，当封装

天线在通过传统封装测试基座的传导电性测试之后，需从传统封装测试基座卸下，另再装

上一辐射特性测试装置(例如智能手机)，才能利用该辐射特性测试装置对该封装天线进行

辐射特性的各项参数量测。

[0004] 如此一来，当封装天线安装在传统封装测试基座时，只能进行传导电性测试，无法

同时进行辐射特性参数量测；另一方面，将封装天线设置在辐射特性测试装置中才进行整

机OTA参数量测，若OTA测试后发现效能不佳，必须修改封装天线的设计，而修改设计后的封

装天线仍须再次安装至传统封装测试基座以进行传导电性测试，通过后再另外安装到辐射

特性测试装置进行OTA参数量测。

[0005] 综上所述，因为传统封装测试基座的功能限制，其只能供进行传导电性测试，而为

了让封装天线进行辐射特性的参数量测，必须另外使用辐射特性测试装置。通过传统封装

测试基座与辐射特性测试装置分开量测传导电性参数与辐射特性参数，整体而言让封装天

线的检测时程无法进一步缩短，相对延宕封装天线的开发时程。

发明内容

[0006] 为了解决前述已知技术的问题，本发明提出一种量测封装天线的传导及辐射特性

的综合系统，用以量测封装天线，以期克服背景技术所述已知技术造成延宕封装天线(AiP)

的开发时程的技术问题。

[0007] 本发明量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统包括：

[0008] 一微波暗室，其包括一地板及一面对该地板的顶板，该顶板包括一射频窗户；

[0009] 一射频量测设备；

[0010] 一馈源天线，其设置于该微波暗室内；

[0011] 一芯片吸取装置，以吸力取放及移动一封装天线；及
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[0012] 一封装测试基座，包括能够相接合或分开的一第一基座部及一第二基座部，该第

一基座部固定地设置在该微波暗室的顶板上方，该第一基座部呈一环状并界定出一第一通

孔，该第一通孔与该射频窗户在该地板的法线方向上相重叠，该第二基座部界定出一第二

通孔，该芯片吸取装置穿伸过该第二基座部的第二通孔，该芯片吸取装置与该第二基座部

连动，当该第二基座部与该第一基座部相接合时，该射频量测设备通过该第一基座部与该

第二基座部电连接该封装天线以量测该封装天线的一射频传导特性参数，并且，该射频量

测设备还电连接该馈源天线以量测该封装天线的一辐射特性参数，此外，当该馈源天线及

该封装天线的其中一者作为发射天线时，另一者对应地作为接收天线。

[0013] 较佳地，该第二基座部围绕界定出一接合凹槽，该接合凹槽供容置该第一基座部，

该接合凹槽供该第二基座部活动地与该第一基座部相接合或分开。

[0014] 较佳地，该第一基座部包括一第一探针，该第二基座部包括一第一转接板及一第

二探针，该第一转接板包括一第一传输线。该第一传输线的其中一端与该第二探针的其中

一端恒保持实体接触而电连接，该第二探针的另一端用以电连接该封装天线。而当该第二

基座部与该第一基座部相接合时，该第一传输线的另一端与该第一探针实体接触而电连

接。

[0015] 较佳地，该第一基座部还包括一第三探针，该第二基座部还包括一第二转接板及

一第四探针，该第二转接板包括一第二传输线。该第二传输线的其中一端与该第四探针的

其中一端恒保持实体接触而电连接，该第四探针的另一端用以电连接该封装天线。而当该

第二基座部与该第一基座部相接合时，该第二传输线的另一端与该第三探针实体接触而电

连接。

[0016] 较佳地，该综合系统还包括一测试载板。该测试载板设置于该第一基座部与该微

波暗室的顶板之间，且该测试载板包括一第三传输线及一第四传输线，该第三传输线电连

接于该射频量测设备与该馈源天线之间，该第四传输线电连接于该射频量测设备与该第一

探针之间。

[0017] 较佳地，该综合系统还包括一反射镜。该反射镜设置在该微波暗室内的地板上，该

反射镜将来自该馈源天线的一非均匀平面波反射成朝向该射频窗户的一均匀平面波。

[0018] 较佳地，该反射镜能够转动。

[0019] 较佳地，该馈源天线是波束能够控制阵列天线。

[0020] 较佳地，该综合系统还包括设置在该第一基座部上方的一基频量测设备，当该第

二基座部与该第一基座部相接合时，该基频量测设备通过该第一基座部与该第二基座部电

连接该封装天线以量测该封装天线的基频特性参数。

[0021] 较佳地，该第二基座部及该芯片吸取装置安装在一机械手臂。该机械手臂用以抓

取移动该第二基座部及该芯片吸取装置。

[0022] 基于封装天线需通过传导电性测试与辐射特性测试的需求，本发明克服传统封装

测试基座的功能限制而只能供进行传导电性测试的技术瓶颈，本发明的效果在于：当可移

动的该第二基座部与该第一基座部相接合时，该射频量测设备同时电连接该封装天线与该

馈源天线，由此，本发明除了量测该封装天线的射频传导特性参数(例如S参数)之外，并且，

该射频量测设备更可驱动该馈源天线以量测该封装天线的辐射特性参数(例如OTA的相关

参数)。因此，本发明通过用一套综合系统就可以同时量测射频传导特性参数以及辐射特性
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参数，而非如已知技术需分开量测射频传导特性参数以及辐射特性参数，和已知技术相比，

本发明可有效缩短封装天线的开发时程。

[0023] 另一方面，如前所述的该基频量测设备也可通过该第一基座部及该第二基座部电

连接该封装天线，以量测该封装天线的基频特性参数(例如直流、基频或中频信号位准验证

及供给)，因此本发明进一步通过该基频量测设备的设置，用一套综合系统就可以同时量测

(1)、射频传导特性参数；(2)、辐射特性参数；及(3)、基频特性参数，从而解决背景技术的缺

点，有效缩短封装天线的开发时程。

附图说明

[0024] 图1是本发明较佳实施例的芯片吸取装置吸取封装天线时，连同第二基座部移动

至第一基座部的第一剖视示意图。

[0025] 图2是本发明较佳实施例的芯片吸取装置吸取封装天线时，连同第二基座部移动

至第一基座部的第二剖视示意图。

[0026] 图3是本发明较佳实施例的使用状态剖视示意图。

[0027] 图4是本发明较佳实施例的俯视示意图。

[0028] 图5是本发明较佳实施例的第二基座部安装在机械手臂的示意图。

具体实施方式

[0029] 参阅图1至图3，本发明量测封装天线的传导及辐射特性的综合系统用以量测一封

装天线1，本发明的较佳实施例包括一微波暗室2、一射频量测单元、一芯片吸取装置5与一

封装测试基座6，或者在其他实施例中，本发明综合系统可进一步包含一反射镜4、一测试载

板7及/或一基频量测设备8。为方便说明，本发明图1至图3及图5全部呈现微波暗室2、射频

量测单元、芯片吸取装置5、封装测试基座6、反射镜4、测试载板7及基频量测设备8的构造。

[0030] 该微波暗室2包括一地板21及一间隔地平行面对该地板21的顶板22，该顶板22包

括一射频窗户221(RF  Window)以让电磁波通过；举例来说，该射频窗户221可为开口，该射

频窗户221的开口空间具有空气以供电磁波通过，或者该射频窗户221可供设置非金属材

料，或低介电常数及低损耗的泡沫塑料、塑料等物体。

[0031] 该射频量测单元包括一馈源天线31及一射频量测设备32，该馈源天线31位于该微

波暗室2内且电连接该射频量测设备32，可由该射频量测设备32驱动该馈源天线31辐射电

磁波，其中，该馈源天线31所发出的电磁波可直接或经反射而朝着该射频窗户221前进。本

发明的实施例是采用反射方式，该反射镜4设置在该微波暗室2内的地板21上，该反射镜4的

功效在于将来自该馈源天线31的一非均匀平面波W(如图3所示)反射成朝向该射频窗户221

的一均匀平面波。其中，该馈源天线31是波束可控制阵列天线或喇叭天线，该反射镜4可对

应该馈源天线31转动，以控制该反射镜4反射出电磁波束的角度。

[0032] 该芯片吸取装置5以吸力取放及移动该封装天线1，该芯片吸取装置5包括一抽气

机51、一真空吸管52及一连接该真空吸管52的吸嘴53。

[0033] 该封装测试基座6包括可相接合或分开的一第一基座部61及一第二基座部62。该

第一基座部61固定地设置在该微波暗室2的顶板22上方，该第一基座部61呈一矩形环状并

界定出一第一通孔611，该第一通孔611可为矩形通孔，该第一通孔611与该射频窗户221在
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该地板21的法线方向上相重叠而可彼此连通，该第二基座部62如图4所示界定出一第二通

孔621，该第二通孔621可为矩形通孔，该芯片吸取装置5的真空吸管52穿伸过该第二基座部

62定义出的第二通孔621，该芯片吸取装置5与该第二基座部62相互结合而连动，当该第二

基座部62与该第一基座部61如图3所示相接合时，该射频量测设备32依序通过该第一基座

部61、该第二基座部62电连接该封装天线1以量测该封装天线1的一射频传导特性参数，并

且，该射频量测设备32还电连接该馈源天线31以量测该封装天线1的一辐射特性参数，此

外，当该馈源天线31及该封装天线1的其中一者作为发射天线时，另一者对应地作为接收天

线。

[0034] 该第二基座部62围绕界定出一接合凹槽622，该接合凹槽622可供容置该第一基座

部61，故该接合凹槽622供该第二基座部62活动地与该第一基座部61相接合或分开。

[0035] 该第一基座部61包括一第一探针612，该第一探针612的一端可外露在该第一基座

部61的表面(顶面)。该第二基座部62包括一第一转接板623与一第二探针624。该第一转接

板623包括一第一传输线6231。该第一传输线6231的其中一端与该第二探针624的其中一端

恒保持实体接触而电连接，该第二探针624的另一端用以电连接该封装天线1，该第一传输

线6231的另一端外露在该第二基座部62的接合凹槽622。前述中，该第一探针612外露于该

第一基座部61表面的一端的位置对应于该第一传输线6231外露在该第二基座部62接合凹

槽622的一端的位置，故当该第二基座部62与该第一基座部61相接合时，该第一传输线6231

的所述外露的一端与该第一探针612的所述外露的一端实体接触而电连接。

[0036] 如前所述的该测试载板7可设置于该第一基座部61与该微波暗室2的顶板22之间，

该测试载板7可部分延伸在该射频窗户221上方以供设置该馈源天线31，该测试载板7界定

出一载板通孔700，该第一通孔611、该载板通孔700与该射频窗户221在该地板21的法线方

向上相重叠而可彼此连通，该测试载板7包括一第三传输线71及一第四传输线72，该第三传

输线71电连接于该射频量测设备32的一第一传输插口321与该馈源天线31之间，该第四传

输线72电连接于该射频量测设备32的一第二传输插口322与该第一探针612之间。

[0037] 参阅图4，该封装测试基座6的矩形外框尺寸大约为40×40mm2，该测试载板7的矩

形外框尺寸大约为500×500mm2。

[0038] 图5是本发明的第二基座部62及芯片吸取装置5安装在一机械手臂9的示意图，该

机械手臂9用以抓取移动该第二基座部62及该芯片吸取装置5，以使该第一基座部61和该第

二基座部62彼此结合及分离。

[0039] 以下举例说明本发明较佳实施例的运行方式，首先如图1以芯片吸取装置5先从IC

脆盘(图未示出)中吸取一颗尚未测试的封装天线1，接着，如图1与图2所示，该第二基座部

62与该芯片吸取装置5一起连动地移到该第一基座部61的上方，且该封装天线1对准该第一

基座部61的中央处的第一通孔611，供该封装天线1的位置对应于该射频窗户221，最后，如

图3所示，该第二基座部62与该芯片吸取装置5下压，该第一基座部61与该第二基座部62卡

接在一起，该射频量测设备32通过该第三传输线71电连接该馈源天线31，该馈源天线31朝

向该反射镜4的辐射出非均匀平面波，凹面的该反射镜4将来自该馈源天线31的非均匀平面

波反射成朝向位于该射频窗户221上的该封装天线1，该封装天线1作为接收天线，将接收到

的均匀平面电磁波转换成一射频接收信号依序通过该第二探针624、该第一转接板623的第

一传输线6231、该第一探针612及该第四传输线72传输到该射频量测设备32以量得该封装
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天线1的辐射特性参数，例如天线增益；并且，该射频量测设备32除了如前所述量测该封装

天线1的辐射特性参数之外，该射频量测设备32可以是一台网络分析仪(network 

analyzer)或是内建信号产生器与频谱分析仪的设备，还可以依序通过该第四传输线72、该

第一探针612、该第一转接板623的第一传输线6231及该第二探针624以传导的方式量测该

封装天线1的射频传导特性参数，例如S参数。

[0040] 本发明前述实施例的效果在于：当可移动的该第二基座部62与该第一基座部61相

接合时，该射频量测设备32依序通过该第一基座部61、该第二基座部62电连接被该芯片吸

取装置5吸取的该封装天线1，以量测该封装天线1的射频传导特性参数(例如S参数)，并且，

该射频量测设备32还电连接该馈源天线31以量测该封装天线1的辐射特性参数(例如OTA的

相关参数)，因此本发明用一套综合系统就可以量测(1)、射频传导特性参数；及(2)、辐射特

性参数，从而解决背景技术的缺点，有效缩短AiP的开发时程。

[0041] 此外，本发明的另一实施例中，如前所述的该基频量测设备8可设置在该第一基座

部61上方，当该第一基座部61与该第二基座部62相结合时，该基频量测设备8可通过该第一

基座部61与该第二基座部62电连接该封装天线1，以进行该封装天线1的基频量测。其中，该

第一基座部61还包含一第三探针613，该第三探针613的一端可外露在该第一基座部61的表

面(顶面)，该第二基座部62还包括一第二转接板625及一第四探针626，该第二转接板625包

括一第二传输线6251。该第二传输线6251的其中一端与该第四探针626的其中一端恒保持

实体接触而电连接，该第四探针626的另一端用以电连接该封装天线1，该第二传输线6251

的另一端外露在该第二基座部62的接合凹槽622。该基频量测设备8可设置在该测试载板7

上，该测试载板7还包括一第五传输线73，该第五传输线73电连接在该基频量测设备8与该

第一基座部61的第三探针613的另一端之间。

[0042] 前述中，因为该第三探针613外露于该第一基座部61表面的一端的位置对应于该

第二传输线6251外露在该第二基座部62接合凹槽622的一端的位置，故当该第一基座部61

与该第二基座部62如图3卡接在一起时，该第二传输线6251的所述外露的一端与该第三探

针613的所述外露的一端实体接触而电连接，此时该基频量测设备8依序通过第五传输线

73、该第三探针613、该第二传输线6251、该第四探针626电连接该封装天线1，以量取该封装

天线1的基频特性参数，例如直流位准验证及供给。

[0043] 本发明除了量测该封装天线1的射频传导特性参数(例如S参数)以及该封装天线1

的辐射特性参数(例如OTA的相关参数)之外，通过进一步设置的该基频量测设备8，该基频

量测设备也电连接该封装天线1，以量测该封装天线1的基频特性参数(例如直流、基频或中

频信号位准验证及供给)，因此本发明用一套系统就可以量测(1)、射频传导特性参数；(2)、

辐射特性参数；及(3)、基频特性参数，从而解决背景技术的缺点，有效缩短AiP的开发时程。
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图5
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